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Pesquisa

Introducao Resultados

Filmes finos de semicondutores, como o CdiTe, apresentam grande

Si (111)

potencial para aplicacdes em dispositivos optoeletronicos e
fotovoltaicos.

Intensidade (u.a)
R (61)

A utilizacdo da técnica de epitaxia por feixe molecular (MBE)
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qualidade estrutural.

Neste trabalho. foi investigad a a caracteriz acao de filmes de Cd,Te Figura 1: varredura 2Theta e mapa do espacgo reciproco para a membrana ndo transferida.
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crescidos sobre substratos SOI (5i1/510x/5i), visando compreender suas

propriedades morfoldgicas e estruturais. T s
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Objetiva-se demonstrar um método para transferir membranas de L 1os M

CdTe para o substrato de Si(100), assegurando que o processo nao 0 “e

. Figura 2: varredura 2Theta e mapa do espaco reciproco para a membrana transferida.
comprometa sua estrutura original, resultando em uma membrana

plana e funcional.

Cconclusoes

Metodologia

A transferéncia de nanomembranas de CdTe/SOI para Si(100) levou

ao comprometimento da qualidade cristalina (DRX e RSM), de forma
Técnica: Epitaxia por Feixe Molecular (MBE).

Substrato: SOI(111) (camada de Si sobre 6xido enterrado).

que foram introduzidas desorientacdes e tensoes.

Propde-se o recozimento térmico (annealing) pos-transferéncia
Preparacao: Corrosao com HF (remogéio de édeO) e passivac;éio. (baseado em Arrhenius) para recuperacgao estrutural.

Condicao: Taxa de 3 nm/min a 400 °C.
Liberacao: Corrosao seletiva da camada BOX (5102) com HF.
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